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前言

　　材料、能源和信息是21世纪的三大支柱产业，电子科学与技术是电子工程和电子信息技术发展的
基础学科。
目前，许多发达国家，如美国、德国、日本、英国、法国等，都竞相将电子科学与技术相关领域纳入
了国家发展计划。
我国对微电子技术和光电子技术等方向的研究也给予了高度重视，在多项国家级战略性科技计划中，
如"863计划”、“973计划”、国家科技攻关计划、国家重大科技专项等，都有大量立项。
在近几年发布的国务院《2006-2020年国家信息化发展战略》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要
（2006-2020年）》中，对我国的集成电路（特别是中央处理器芯片）、新一代信息功能材料及器件、
高清晰度大屏幕平板显示、激光技术等关键领域都提出了明确目标。
　　电子科学与技术主要研究制造电子、光电子的各种材料及元器件，以及集成电路、集成电子系统
和光电子系统，并研究开发相应的设计和制造技术。
它涵盖的学科范围很广，是多学科交叉的综合性学科。
现在，教育部本科专业目录中，电子科学与技术专业涵盖了微电子技术、光电子技术、物理电子技术
、电子材料与元器件及电磁场与微波等专业方向。
随着学科的交叉发展和产业的整合，各专业方向已彼此渗透交融。
如何拓宽专业方向？
如何体现专业特色？
是当前我国高校电子科学与技术专业在办学方面所迫切需要探讨的问题。
教育部电子科学与技术专业教学指导分委员会起草的《普通高等学校电子科学与技术本科指导性专业
规范》，对本专业的核心知识领域和知识单元的覆盖范围作了规定，旨在引导高等学校电子科学与技
术专业在办学方向与人才培养方面探索新的模式，不断提高教学质量，增强高校教学的创新能力，更
好地培养知识、能力、素质全面协调发展的，适合我国电子科学与技术各领域不同层次发展需求的有
用人才。
　　教育部为了推进“质量工程”，自2007年10月开始，先后三批遴选了国家级特色专业建设点。
目前，有三十余个院系被批准为电子科学与技术国家级特色专业建设点。
在教材建设方面，2008年10月，教育部高教司在《关于加强“质量工程”本科特色专业建设的指导性
意见》中指示：“教材建设要反映教学内容改革的成果，积极推进教材、教学参考资料和教学课件三
位一体的立体化教材建设，选用高质量教材，编写新教材。
”为了适应新形势下对电子科学与技术领域人才培养的需求，本届电子科学与技术教学指导分委员会
经过广泛深入调研，依托电子科学与技术专业国家级、省级特色专业建设点，与科学出版社共同组织
出版本套《普通高等教育电子科学与技术类特色专业系列规划教材》，旨在贯彻专业规范和教学基本
要求，总结和推广各特色专业建设点的教学经验和教学成果，以提高我国电子科学与技术专业本科教
学的整体水平。
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内容概要

本书力图用最简明、准确的语言，介绍典型半导体器件的核心知识，主要包括半导体物理基础、pn结
、双极型晶体管、场效应晶体管、金属-半导体接触和异质结、半导体光电子器件。
本书在阐明基本结构和工作原理的基础上，还介绍了微电子领域的一些新技术，如应变异质结、能带
工程、量子阱激光器等。
    本书可作为高等院校电子信息与电气学科相关专业半导体器件原理课程的教材，也可供有关科研人
员和工程技术人员参考。
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章节摘录

　　1.1.1 基元、点阵和晶格　　晶体结构的第一个特点是晶体中原子排列的周期性。
晶体中原子在三个方向上按一定周期重复排列，整个晶体可以看成是一个基本的结构单元——基元在
空间三个不同的方向各按一定距离，周期性重复排列的结果。
不同的晶体，基元是不同的。
一个基元可以是一个原子、一个分子，也可以是由若干原子组成的原子团。
　　为了简单明确地描述晶体内部结构的周期性，可以把每个基元用一个抽象的点来表示。
为了形象地表示晶体中原子排列的规律，用假想的线将这些点连接起来，构成有规律性的空间格架，
这种表示原子在晶体中排列规律的空间架构称为点阵。
可以推断，这些点在空间分布的周期性与晶体中原子排列的周期性完全相同。
每个代表点称为格点，这种空间点阵又称为布拉维格子（Bravaislattice）。
因此，Kittel认为。
　　点阵+基元一晶体结构　　基元是晶体中的一个最小周期性重复单元，每个基元中的原子数就是
构成晶体的原子种类数。
如果晶体是由两种以上原子组成，那么各种原子在空间的分布也相同，并且与该晶体的空间点阵的分
布情况一致，只有这样，晶体中总的原子排列才具有统一的周期性。
对于由两种以上原子组成的晶体中的原子排列，可以分别把每种原子各自的分布看成是一套空间点阵
，而晶体中总的原子排列则可以看成是由两套或两套以上分布情况完全相同的空间点阵套在一起构成
的，这种晶格又称为复式格子。
　　⋯⋯
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编辑推荐

　　精练的选材——注重基本理论和基本方法，把半导体器件的外特性参数与半导体材料参数和器件
结构参数联系起来，培养根据外特性参数来设计和制造半导体器件的能力。
　　清晰的概念——面向工科专业的学生，不追求复杂的理论计算，强调在基本物理概念的基础上，
进行必要的理论分析和工程计算。
　　先进的内容——介绍微电子领域的新技术，如应变异质结、能带工程、量子阱激光器等，帮助读
者了解微电子技术的前沿。
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